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(57)摘要

本申请提供了一种阵列基板及液晶显示面

板，该阵列基板包括：基板，所述基板包括显示区

域以及透光功能区域；缓冲层，所述缓冲层设置

在所述基板上，并覆盖所述显示区域以及透光功

能区域；薄膜晶体管阵列层，所述薄膜晶体管阵

列层设置在所述缓冲层上，所述薄膜晶体管阵列

层上设有开孔，所述开孔与所述透光功能区域相

互正对；以及支撑填充结构，所述支撑填充结构

设置在所述开孔中。本申请实施例提供的阵列基

板及液晶显示面板，通过改变该开孔中的结构，

在其中增加一支撑填充结构，从而提高平缓度，

避免在该开孔处产生干涉条纹，可以提高显示质

量。
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1.一种阵列基板，其特征在于，包括：

基板，所述基板包括显示区域以及透光功能区域；

缓冲层，所述缓冲层设置在所述基板上，并覆盖所述显示区域以及透光功能区域；

薄膜晶体管阵列层，所述薄膜晶体管阵列层设置在所述缓冲层上，所述薄膜晶体管阵

列层上设有开孔，所述开孔与所述透光功能区域相互正对；以及

支撑填充结构，所述支撑填充结构设置在所述开孔中。

2.根据权利要求1所述的阵列基板，其特征在于，所述薄膜晶体管阵列层包括第一金属

层、半导体层、第二金属层、第一绝缘层、第二绝缘层以及第一平坦层；

所述第一绝缘层位于所述缓冲层上，所述第一平坦层设置在所述第一绝缘层上，所述

第二绝缘层设置在所述第一平坦层上。

3.根据权利要求2所述的阵列基板，其特征在于，所述支撑填充结构包括多个均匀间隔

分布于所述开孔中的支撑柱，所述开孔为贯穿至所述缓冲层上表面的通孔。

4.根据权利要求3所述的阵列基板，其特征在于，所述支撑柱为在所述薄膜晶体管阵列

层上开槽后残留的第一绝缘层、第一平坦层以及第二绝缘层依次堆叠形成。

5.根据权利要求3所述的阵列基板，其特征在于，所述支撑柱呈上小下大圆台状。

6.根据权利要求3所述的阵列基板，其特征在于，所述开孔包括位于所述第一绝缘层的

第一通孔，位于所述第二绝缘层的第二通孔以及位于所述平坦层的第三通孔，所述第三通

孔、所述第二通孔、以及所述第一通孔的半径依次减小。

7.根据权利要求2所述的阵列基板，其特征在于，所述支撑填充结构为设置在于所述开

孔中且位于所述缓冲层的透光功能区域的第二平坦层，且所述第二平坦层的上表面的高度

低于所述第一平坦层的上表面的高度。

8.根据权利要求7所述的阵列基板，其特征在于，所述第一平坦层与所述第二平坦层相

连，且为一次光罩形成。

9.根据权利要求2所述的阵列基板，其特征在于，所述第一金属层设置在所述缓冲层上

并位于所述显示区域以用于形成栅极金属，所述半导体层设置在所述第一绝缘层上以用于

形成沟道层，所述第二金属层设置在所述第一平坦层上以用于形成源漏金属层。

10.一种液晶显示面板，其特征在于，包括权利要求1-9任一项所述的阵列基板。
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阵列基板及液晶显示面板

技术领域

[0001] 本申请涉及显示技术领域，具体涉及一种阵列基板及液晶显示面板。

背景技术

[0002] 随着人们对电子设备的美观性要求越来越高，面内挖孔技术出现在人们的视野

中。然而，目前面内挖孔技术仍存在比较多的问题点，例如：盲孔处易在光学测试时出现条

状干涉纹。

发明内容

[0003] 本申请提供一种液晶显示面板，可以解决现有的液晶显示面板极易在盲孔处产生

干涉纹的技术问题。

[0004] 本申请实施例提供一种阵列基板，包括：

[0005] 基板，所述基板包括显示区域以及透光功能区域；

[0006] 缓冲层，所述缓冲层设置在所述基板上，并覆盖所述显示区域以及透光功能区域；

[0007] 薄膜晶体管阵列层，所述薄膜晶体管阵列层设置在所述缓冲层上，所述薄膜晶体

管阵列层上设有开孔，所述开孔与所述透光功能区域相互正对；以及

[0008] 支撑填充结构，所述支撑填充结构设置在所述开孔中。

[0009] 在本申请所述的阵列基板中，所述薄膜晶体管阵列层包括第一金属层、半导体层、

第二金属层、第一绝缘层、第二绝缘层以及第一平坦层；

[0010] 所述第一绝缘层位于所述缓冲层上，所述第一平坦层设置在所述第一绝缘层上，

所述第二绝缘层设置在所述第一平坦层上。

[0011] 在本申请所述的阵列基板中，所述支撑填充结构包括多个均匀间隔分布于所述开

孔中的支撑柱，所述开孔为贯穿至所述缓冲层上表面的通孔。

[0012] 在本申请所述的阵列基板中，所述支撑柱为在所述薄膜晶体管阵列层上开槽后残

留的第一绝缘层、第一平坦层以及第二绝缘层依次堆叠形成。

[0013] 在本申请所述的阵列基板中，所述支撑柱呈上小下大圆台状。

[0014] 在本申请所述的阵列基板中，所述开孔包括位于所述第一绝缘层的第一通孔，位

于所述第二绝缘层的第二通孔以及位于所述平坦层的第三通孔，所述第三通孔、所述第二

通孔、以及所述第一通孔的半径依次减小。

[0015] 在本申请所述的阵列基板中，所述支撑填充结构为设置在于所述开孔中且位于所

述缓冲层的透光功能区域的第二平坦层，且所述第二平坦层的上表面的高度低于所述第一

平坦层的上表面的高度。

[0016] 在本申请所述的阵列基板中，所述第一平坦层与所述第二平坦层相连，且为一次

光罩形成。

[0017] 在本申请所述的阵列基板中，所述第一金属层设置在所述缓冲层上并位于所述显

示区域以用于形成栅极金属，所述半导体层设置在所述第一绝缘层上以用于形成沟道层，

说　明　书 1/4 页

3

CN 110244483 A

3



所述第二金属层设置在所述第一平坦层上以用于形成源漏金属层。

[0018] 本申请实施例还提供一种液晶显示面板，包括以上所述的阵列基板。

[0019] 本申请实施例提供的阵列基板及液晶显示面板，通过改变该开孔中的结构，在其

中增加一支撑填充结构，从而提高平缓度，避免在该开孔处产生干涉条纹，可以提高显示质

量。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术

描述中所需要使用的附图作简单介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是申请的一些

实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附

图获得其他的附图。

[0021] 图1为本申请实施例提供的阵列基板的结构示意图。

[0022] 图2为本申请实施例提供的阵列基板的开孔的结构示意图。

[0023] 图3为本申请实施例提供阵列基板的另一种结构示意图。

[0024] 图4为本申请实施例提供阵列基板的开孔的另一结构示意图。

具体实施方式

[0025] 下面详细描述本申请的实施方式，所述实施方式的示例在附图中示出，其中自始

至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参

考附图描述的实施方式是示例性的，仅用于解释本申请，而不能理解为对本申请的限制。

[0026] 在本申请的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、

“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时

针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于

描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特

定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于

描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。

由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在

本申请的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0027] 请参阅图1，图1为本申请实施例提供的阵列基板的结构示意图。在该实施例中，该

阵列基板，包括：基板10、缓冲层20、薄膜晶体管阵列层A以及支撑填充结构60。其中，该基板

10包括显示区域11以及透光功能区域12；缓冲层20设置于所述基板10上，并覆盖所述显示

区域11以及透光功能区域  12。薄膜晶体管阵列层A设置于所述缓冲层20。薄膜晶体管阵列

层上开设有开孔100，所述开孔100与所述透光功能区域12相互正对；支撑填充结构60  设置

于开孔100中。

[0028] 其中，在一些实施例中，该透光功能区域12用于供设置于该处下方的摄像头或者

感光传感器采集光线。当然，其并不限于此。

[0029] 具体地，在一些实施例中，该薄膜晶体管阵列层包括第一金属层、半导体层、第二

金属层、第一绝缘层30、第二绝缘层50以及第一平坦层40；第一绝缘层30位于缓冲层20上，

所述第一平坦层40设置于所述第一绝缘层30上，所述第二绝缘层50设置于所述第一平坦层
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40上。其中，该第一金属层设置于所述缓冲层20上并位于所述显示区域11以用于形成栅极

金属，该半导体层设置于所述第一绝缘层30上以用于形成沟道层，所述第二金属层设置于

所述第一平坦层40上以用于形成源漏金属层。第一金属层、半导体层、第二金属层的顺序可

以改变，其属于现有技术，无需过多描述。

[0030] 在本实施例中，该支撑填充结构60包括多个均匀间隔分布于所述开孔100 中的支

撑柱61，所述开孔100为贯穿至所述缓冲层20上表面的通孔。

[0031] 其中，该第一绝缘层30、第二绝缘层50以及第一平坦层40均可以采用氮化硅或者

二氧化硅等绝缘材料采用化学气相沉淀工艺形成。

[0032] 在一些实施例中，该支撑柱61为在所述薄膜晶体管阵列层上开槽后残留的第一绝

缘层30、第一平坦层50以及第二绝缘层40依次堆叠形成。也即是说，在采用光刻工艺形成该

该开孔100时，每一支撑柱61正对的区域都是对应掩膜板上的遮光区域。该支撑柱61呈上小

下大的圆台状。当然，该支撑柱  61还可以为圆柱状，或者圆锥状，当然，其并不限于此。

[0033] 请同时参照图2，图2为本申请实施例提供的阵列基板的开孔的结构示意图。其中，

该开孔100包括位于所述第一绝缘层30的第一通孔31，位于所述第二绝缘层50的第二通孔

51以及位于所述平坦层40的第三通孔41，所述第三通孔41、所述第二通孔51、以及所述第一

通孔31的半径依次减小。

[0034] 本申请提供的阵列基板及液晶显示面板，通过改变该开孔中的结构，在其中增加

一支撑填充结构(多个支撑柱)，从而提高平缓度，避免在该开孔处产生干涉条纹，可以提高

显示质量。

[0035] 请参阅图3，图3为本申请实施例提供阵列基板的另一种结构示意图。在该实施例

中，该阵列基板包括：基板10、缓冲层20、薄膜晶体管阵列层A以及支撑填充结构60。其中，该

基板10包括显示区域11以及透光功能区域12；缓冲层20设置于所述基板10上，并覆盖所述

显示区域11以及透光功能区域  12。薄膜晶体管阵列层A设置于所述缓冲层20。薄膜晶体管

阵列层上开设有开孔100，所述开孔100与所述透光功能区域12相互正对；支撑填充结构60 

设置于开孔100中。

[0036] 具体地，在一些实施例中，该薄膜晶体管阵列层包括第一金属层、半导体层、第二

金属层、第一绝缘层30、第二绝缘层50以及第一平坦层40；第一绝缘层30位于缓冲层20上，

所述第一平坦层40设置于所述第一绝缘层30上，所述第二绝缘层50设置于所述第一平坦层

40上。其中，该第一金属层设置于所述缓冲层20上并位于所述显示区域11以用于形成栅极

金属，所述半导体层设置于所述第一绝缘层上以用于形成沟道层，所述第二金属层设置于

所述第一平坦层40上以用于形成源漏金属层。第一金属层、半导体层、第二金属层的顺序可

以改变，其属于现有技术，无需过多描述。

[0037] 在一些实施例中，该支撑填充结构60为设置于所述开孔100中且位于所述缓冲层

20的透光功能区域12的第二平坦层，且所述第二平坦层的上表面的高度低于所述第一平坦

层40的上表面的高度。第一平坦层40与所述第二平坦层相连，且为一次光罩形成，也即是

说，该第一平坦层40与该第二平坦层为一体结构。当然，其并不限于此。

[0038] 请同时参照图4，图4为本申请实施例提供阵列基板的开孔的另一结构示意图。该

开孔100包括位于所述第一绝缘层30的第一通孔31，位于所述第二绝缘层50的第二通孔51

以及位于所述平坦层40的第三通孔41，第二通孔51、第一通孔31、第三通孔41的半径依次减
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小。

[0039] 本申请提供的阵列基板及液晶显示面板，通过改变该开孔中的结构，在其中增加

一支撑填充结构(第二平坦层)，从而提高平缓度，避免在该开孔处产生干涉条纹，可以提高

显示质量。

[0040] 本申请还提供了一种液晶显示面板，包括以上所述的阵列基板。

[0041] 本申请提供的阵列基板及液晶显示面板，通过改变该开孔中的结构，在其中增加

一支撑填充结构(例如第二平坦层或者多个支撑柱)，从而提高平缓度，避免在该开孔处产

生干涉条纹，可以提高显示质量。

[0042] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施方式”、“某些实施方式”、“示意性实施

方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合所述实施方式或示例描述的

具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施方式或示例中。在本说明书

中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且，描述的具体特

征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。

[0043] 虽然本申请已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以限制本申请，

本领域的普通技术人员，在不脱离本申请的精神和范围内，均可作各种更动与润饰，因此本

申请的保护范围以权利要求界定的范围为准。
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图1

图2

图3
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专利名称(译) 阵列基板及液晶显示面板

公开(公告)号 CN110244483A 公开(公告)日 2019-09-17

申请号 CN201910520389.5 申请日 2019-06-17

[标]申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

当前申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

[标]发明人 唐维
卢改平

发明人 唐维
卢改平

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1339 G02F1/1362

CPC分类号 G02F1/1333 G02F1/133345 G02F1/13394 G02F1/136277 G02F2001/133357

代理人(译) 黄威

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本申请提供了一种阵列基板及液晶显示面板，该阵列基板包括：基板，
所述基板包括显示区域以及透光功能区域；缓冲层，所述缓冲层设置在
所述基板上，并覆盖所述显示区域以及透光功能区域；薄膜晶体管阵列
层，所述薄膜晶体管阵列层设置在所述缓冲层上，所述薄膜晶体管阵列
层上设有开孔，所述开孔与所述透光功能区域相互正对；以及支撑填充
结构，所述支撑填充结构设置在所述开孔中。本申请实施例提供的阵列
基板及液晶显示面板，通过改变该开孔中的结构，在其中增加一支撑填
充结构，从而提高平缓度，避免在该开孔处产生干涉条纹，可以提高显
示质量。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/aef07c4e-9205-44a9-90c5-2939c1cba996
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067887314/publication/CN110244483A?q=CN110244483A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN110244483A

